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１．概要（Summary） 

結晶の塑性変形に伴う原子の動的挙動を理解するた

めには，原子レベルで精密に制御されたその場機械試験

を行う必要がある．近年，高精度な駆動機構を持つ

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems:微小電気

機械システム)システムデバイスを用いることで，精密に制

御された機械試験を行うことが可能なその場機械試験シ

ステムの開発が進められている[1]．今回は，東京大学の

微細加工プラットフォームの設備を利用して，MEMS デ

バイス作製を行った． 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
8 インチ汎用スパッタ装置(SIH-450) 
光リソグラフィ装置 MA6、 
エッチング装置(MUC21-ASE Pegasus) 
【実験方法】 

単結晶 Si，絶縁層，多結晶 Si の厚さがそれぞれ 80 
µm, 1 µm, 220 µm である SOI ウエハを 4 分割したチッ

プを対象にして，MEMS デバイス作製を行った．  
① パターニング（表面） 
約 100 nm の厚さの Al が蒸着されるよう，DC 500 W，

600 sec の条件で真空蒸着を行った．その後，レジストとし

て JSR7790G を用いて 3000 rpm, 30 sec の条件で表

面スピンコートを行った．パターンが形成されたマスクを用

いてリソグラフィを行い，NMD-3 現像液で現像，レジスト

を除去することでマスクのパターンを転写することができる． 
② パターニング（裏面） 
裏面も同様にパターニングを行った． 
③ エッチング（裏面） 
High rate, 75 サイクルの条件で Deep RIE (Reactive 
Ion Etching)を行った． 

④ 酸化膜除去 
まず，Al etchant で Al をエッチングした．その後，エッ

チング速度が約 1 µm / 1 min である HF 溶液に MEMS
を浸して，5 分間酸化膜のエッチングを行った． 
⑤ エッチング（表面） 

Fred 3 µm / 1 min (標準レシピ), 112 サイクルの条件

で Deep RIE を行った． 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
⑤の工程を終えた後に光学顕微鏡で MEMS デバイス

を観察したところ，微細なパターン付近にある酸化膜が完

全に除去されずに残っていることが分かった．④酸化膜除

去工程でのエッチング時間が十分にも関わらず，酸化膜

が残っている理由としては，Deep RIE によって形成され

たテフロン膜がデバイス表面に残っており，酸化膜のエッ

チングを妨げていることが考えられる．今後は，Acetone
洗浄や Al エッチングを入念に行うことで，テフロン膜の除

去を試みる． 
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